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T29-均覆性金屬薄膜沉積系統(PVD)儀器簡介
○系統介紹
· 設備名稱：均覆性金屬薄膜沉積系統(PVD)
· 設備廠牌：ULVAC, Inc.
· 設備型號：ENTRON W200 1E2T2L 200mm dia.wafer
· 設備功能：沉積金屬薄膜及金屬氧化物、氮化物薄膜
· 設備構造：(如附圖)
· Load lock Chamber：LA、LB
· Transfer Chamberl：FX、RX
· ICP Chamberl：F1

· Process Chamber : F3、R1、R2
○功能介紹
設備功能：
· ICP Chamberl F1：清除晶片表面SiOx
· Process Chamber F3：(三元靶腔體) Al/Si/Cu、Ti、TiN、TiOx、Ni、NiOx
· Process Chamber R1：Ti、TiN、Ni
· Process Chamber R2：Al/Si/Cu、Al/ Cu
○系統限制
· 破片禁止操作
· 非8吋Wafer禁止操作
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	附圖一.設備構造
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